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P1.-

a) Esquema de  la  curva  de  portadores  de  carga  (logaritmo  natural)  v/s  el  inverso  de  la  temperatura.  Al
aumentar la temperatura (nos movemos de derecha a izquierda)

(iii):  Aumenta  la  densidad  de  portadores  de  carga
extrínsecos  producto  de  la  temperatura.  La
conductividad  es  dominada  por  los  portadores
extrínsecos.

(ii):  Se  alcanza  el  agotamiento  si  es  tipo  n  (o
saturación si es tipo p) de los dopantes, por lo que la
cantidad de portadores de carga totales se mantiene
relativamente  constante.  Es  posible  una  leve
disminución  producto  de  recombinación  de
portadores de carga

(i):  La  energía  es  suficiente  para mover  portadores
intrínsecos  desde  la  banda  de  valencia  hasta  la  de
conducción. La conductividad ahora es dominada por
los  portadores  intrínsecos  y  sigue  una  relación
exponencial (lineal según el gráfico)

En  el  caso  de  semiconductores  intrínsecos,  la  conductividad  aumenta  de  forma  exponencial  con  la  
temperatura (última etapa de un semiconductor extrínseco).

Con respecto a los defectos, éstos aumentarán la conductividad si se trata de dopantes, y la disminuiran si 
no, producto de la distorsión de la red cristalina.



b)

En un semiconductor intrínseco,  un electrón en la  banda de valencia
debe saltar hacia la banda de conducción, y para ello debe recibir una
energía igual o superior al band gap

En un semiconductor tipo n, se genera un
estado donor  de  energía  Ed cerca  de  la
banda  de  conducción  cuyo  electrón  es
capaz de saltar con facilidad a la ésta.

En  un  semiconductor  tipo  p,  se  genera  un
estado  aceptor  Ea cerca  de  la  banda  de
valencia. Luego, un electrón de esta banda es
capaz de saltar fácilmente al estado aceptor,
dejando un hueco en la banda de valencia



c)

Un diodo  semiconductor  es  un  dispositivo  conformado
por dos semiconductores extrínsecos,  uno tipo n y otro
tipo p, los cuales se ponen en contacto. Esto determina
tres partes principales en el diodo: 

Una  parte  es  el  semiconductor  tipo  p,  el  cual  presenta  dopaje
positivo y es una zona rica en huecos, otra parte es el semiconductor
tipo  n,  el  cual  presenta  dopaje  negativo  y  es  una  zona  rica  en
electrones, y una zona central llamada zona de agotamiento donde
ocurre recombinación de los portadores de carga.

Al unir los semiconductores, las bandas de ambos se deforman en
la zona de agotamiento producto de la diferencia de potencial que
se produce al haber difusión de portadores de un lado al otro.

Si se induce un voltaje directo y alternante, se obtiene a la salida solo
la mitad de la señal (abajo), lo cual determina la rectificación de la
señal












